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Из рис. 5 видно, что энергетическое разрешение исследуемого образца сцинтилляционного крис
талла Ce : GAGG с матрицей SiPM на линии 662 кэВ составляет 9,8 %. Отличия положения точек на 
графике от линии аппроксимации степенной функцией в области малых и больших энергий могли до-
полнительно появиться вследствие недостаточно точного учета нелинейного характера зависимости 
амплитуды от энергии. Но в целом и в этом случае энергетическая зависимость разрешения неплохо 
аппроксимируется степенной функцией. 

Заключение
В измерениях с рассмотренным образцом кристалла Ce : GAGG на линии 137Cs (662 кэВ) при исполь-

зовании фотоумножителя, лавинного фотодиода и кремниевого фотоумножителя получено энергети-
ческое разрешение ~ 7,5; ~ 9,7 и 9,8 % соответственно. Это несколько хуже, чем известное наилучшее 
найденное для кристаллов Ce : GAGG значение энергетического разрешения, составляющее ~ 5 % [7]. 
Следует, однако, отметить, что приведенные в настоящей работе значения энергетического разрешения 
включают разброс сигналов на выходе фотоприемников, обусловленный флуктуациями их коэффи
циента усиления, вклад которых сопоставим с разрешением собственно кристалла. Кроме того, нужно 
учитывать возможную неоднородность светосбора, обусловленную, в частности, прямоугольной фор-
мой кристалла. Отличие наклона аппроксимирующей линии от – 0,5 для лавинного фотодиода может 
быть связано с неоднородной чувствительностью его поверхности, размер которой близок к размеру 
кристалла. Кроме того, размер поверхности APD немного меньше размера кристалла, что приводит 
к потере света. В случае использования сборки SiPM потеря фотонов высветки на промежутках между 
светочувствительными пикселями, а также известные нелинейные эффекты SiPM приводят к ухудше-
нию измеряемого энергетического разрешения сборки кристалла и фотоприемника. 

Тем не менее полученные значения величины энергетического разрешения сопоставимы с аналогич-
ными характеристиками распространенных сцинтилляторов NaI(Tl), при этом кристаллы Ce : GAGG 
тех же размеров имеют значительно большую эффективность и примерно в 3 раза меньшее время вы-
свечивания, поэтому их применение в качестве детектирующих элементов гамма-телескопов имеет хо-
рошие перспективы.
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Рис. 5. Зависимость энергетического разрешения кристалла Ce : GAGG от энергии гамма-кванта  
для измерений с матрицей кремниевых фотоумножителей (SiPM) производства фирмы SensL

Fig. 5. The dependence of the energy resolution of the Ce : GAGG crystal on the gamma quantum energy  
for measurements with the silicon photomultiplier matrix (SiPM) manufactured by SensL


